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１．概要（Summary） 

低温成膜技術は、有機ELディスプレイ等に用いられる

耐熱性の低いフレキシブル基板上でのデバイス作製プロ

セスに必要である。高純度オゾンとエチレン（C2H4）ガス

の反応による大量の OH ラジカル生成技術[1]を CVDに

適用し、室温でフィルム上に SiO2を成膜できる。一方、フ

ィルムは容易に曲がることができるため、フィルムの曲げ

に対して成膜した SiO2膜の表面状態の変化（曲げによる

ひび発生の有無）を確かめる分析が必要となる。本報告

書はひびの発生有無を簡易に調べる方法の一例を示す。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100] 

【実験方法】 

PEN フィルム（テオネックス Q65H：帝人）上に室温

CVDにより SiO2を成膜。PENフィルムは 20 mm×200 

mmの短冊上に整形し、短冊長手方向の中心約 60 mm

以内の範囲に、一様厚み（～600 nm）のSiO2を成膜した

サンプルを曲げ試験に用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は曲げ試験の模式図である。板 2 枚に

SiO2/PEN フィルムをテープ固定し、片板を水平方向に

往復運動することにより、SiO2に曲げによる圧縮応力を繰

り返し発生させた。曲率半径は 5 mm とした（JISC5016

に準拠）。 

 

Fig. 1 Schematic configuration of film bending test. 

Fig. 2は、曲げ試験前(a)および曲げ回数250回後（b）

および 500回後（c）の SiO2表面観測結果である。（a）-（c）

を目視比較したが差異がなく、曲げ試験によるひび発生

が見られなかった。さらに詳細に調べるため、（a）-（c）それ

ぞれの画像から、2 乗平均平方根高さ Sq を求めた。（a）-

（c）の Sq値比較から、曲げ試験により Sqが 0.006 m 程

度変動すると思われる。一方で Sqを Fig. 2の画像以外の

複数場所で同様に求めた結果、すべての箇所で曲げ試

験前後問わず Sqが 0.008-0.0014 mの範囲に収まるこ

とを確認している。つまり、Fig. 2の曲げ試験前後の Sq変

化量は、サンプル内ばらつきの範囲内であり、Sq 変化量

から曲げ試験によりひび発生の可能性は低いと結論した。 

 

Fig. 2 .Images of the surface of SiO2 film (a) before 

and (b)/(c) after bending test. Observation area 

is 258 m x 258 m each. 
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